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En los últimos años se ha mostrado un especial intéres por el desarrollo de nuevas investigaciones
en la síntesis de nanopartículas inorgánicas, partícularmente las semiconductoras, debido a sus
propiedades ópticas y eléctricas.
Las nanopartículas semiconductoras son novedosas  por sus propiedades únicas las cuales son
controladas  por  su  forma y  tamaño.  Otra  característica  importante,  es  que  al  ser  iluminadas
reemiten luz en una longitud de onda muy específica que depende del semiconductor y de su tamaño.
Debido a estas propiedades en la actualidad son usadas para la aplicación en diversos campos del
área biológica, biomédica y farmacéutica.
Se prepararon nanopartículas semiconductoras con tamaño uniforme utilizando diferentes agentes
de pasivación en solución acuosa. Se verifico el tamaño para cada caso con difracción de rayos-x y
analizador de tamaño de partícula. Las muestras se caracterizaron empleando la técnica de barrido
en z (z-scan) con un láser de HeNe de onda continua en 632 nm, observándose tanto no linealidades
positivas como negativas dependiendo de la potencia del haz incidente y de las condiciones de
preparación de las nanopartículas. Los datos experimentales obtenidos fueron ajustados  con el
modelo de lente fotoinducida en la muestra determinando con este el tipo de no linealidad que se
presenta. 


